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【手続補正書】
【提出日】令和1年10月18日(2019.10.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート電極と、
　ソース電極及びドレイン電極と、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極との間にチャネルを形成する活性層と、
　前記ゲート電極と前記活性層との間に設けられたゲート絶縁層と、
　を有する電界効果型トランジスタの製造方法であって、
　酸化物半導体からなる前記活性層を成膜する工程と、
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極となる導電膜を、前記活性層を被覆して成膜する
工程と、
　ウェットエッチングを含む工程により前記導電膜をパターニングし、前記ソース電極及
び前記ドレイン電極を形成する工程と、
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極を形成する工程に用いる前記導電膜のエッチング
液に対し、前記活性層のエッチングレートが前記導電膜のエッチングレートよりも低くな
るように、前記エッチング液に対して前記活性層に耐性を付与する処理工程と、を有する
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ことを特徴とする電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項２】
　前記処理工程が加熱処理工程であることを特徴とする請求項１記載の電界効果型トラン
ジスタの製造方法。
【請求項３】
　前記加熱処理工程における加熱温度は、前記活性層を成膜する工程における成膜温度よ
りも高いことを特徴とする請求項２記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項４】
　前記加熱温度は２００℃以上５００℃以下であることを特徴とする請求項３記載の電界
効果型トランジスタの製造方法。
【請求項５】
　ゲート電極と、
　ソース電極及びドレイン電極と、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極との間にチャネルを形成する活性層と、
　前記ゲート電極と前記活性層との間に設けられたゲート絶縁層と、を有する電界効果型
トランジスタの製造方法であって、
　酸化物半導体からなる前記活性層を成膜する工程と、
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極となる導電膜を、前記活性層を被覆して成膜する
工程と、
　ウェットエッチングを含む工程により前記導電膜をパターニングし、前記ソース電極及
び前記ドレイン電極を形成する工程と、
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極を形成する工程の前に、前記導電膜のエッチング
液に対し、前記活性層のエッチングレートが前記導電膜のエッチングレートよりも低くな
るように、前記エッチング液に対して前記活性層に加熱により耐性を付与する処理工程と
、を有し、
　前記加熱の温度は２００℃以上５００℃以下であることを特徴とする電界効果型トラン
ジスタの製造方法。
【請求項６】
　前記処理工程における加熱温度は、前記活性層を成膜する工程における成膜温度よりも
高いことを特徴とする請求項５記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項７】
　前記ソース電極及びドレイン電極となる導電膜が、Ａｌ、又はＭｏの何れかを含む導電
膜であることを特徴とする請求項１記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項８】
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極を形成する工程に用いる前記導電膜のエッチング
液が、燐酸、酢酸、及び硝酸の少なくとも何れか一つを含むことを特徴とする請求項７記
載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項９】
　前記ソース電極及びドレイン電極となる導電膜が、前記Ａｌ、又はＭｏの何れかを含む
導電膜を最下層とする積層膜であることを特徴とする請求項７記載の電界効果型トランジ
スタの製造方法。
【請求項１０】
　前記ソース電極及びドレイン電極となる導電膜が、前記Ａｌを含む導電膜を最下層とす
る積層膜を有し、前記積層膜の最下層より上の層をパターニングしてできた上層のパター
ンを前記最下層のエッチングの際にマスクとし、前記最下層をエッチングすることを特徴
とする請求項７記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項１１】
　前記最下層のＡｌを含む導電膜のエッチング液が有機アルカリ溶液を少なくとも含むエ
ッチング液でエッチングすることを特徴とする請求項１０記載の電界効果型トランジスタ
の製造方法。
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【請求項１２】
　前記ソース電極及びドレイン電極となる導電膜が、酸化インジウムを含む導電膜である
ことを特徴とする請求項１記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項１３】
　前記ソース電極及びドレイン電極を形成する工程に用いる前記導電膜のエッチング液が
蓚酸を含むことを特徴とする請求項１２記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項１４】
　前記ソース電極及びドレイン電極となる導電膜が、酸化インジウムを含む導電膜を最下
層とする積層膜であることを特徴とする請求項１２記載の電界効果型トランジスタの製造
方法。
【請求項１５】
　前記処理工程がレーザー照射であることを特徴とする請求項１記載の電界効果型トラン
ジスタの製造方法。
【請求項１６】
　前記酸化物半導体がＩｎ、Ｚｎ、Ｓｎ、及びＴｉの少なくとも何れかを含有することを
特徴とする請求項１記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項１７】
　前記酸化物半導体がアルカリ土類元素の少なくとも何れかを含有することを特徴とする
請求項１６記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項１８】
　前記酸化物半導体が希土類元素の少なくとも何れかを含有することを特徴とする請求項
１６記載の電界効果型トランジスタの製造方法。
【請求項１９】
　前記酸化物半導体は、ｎ型であって、２価のカチオン、３価のカチオン、４価のカチオ
ン、５価のカチオン、６価のカチオン、７価のカチオン、及び８価のカチオンの少なくと
も何れかのドーパントで置換ドーピングされており、
　前記ドーパントの価数は、前記酸化物半導体を構成する金属イオン（但し、前記ドーパ
ントを除く）の価数よりも大きいことを特徴とする請求項１記載の電界効果型トランジス
タの製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本電界効果型トランジスタの製造方法は、ゲート電極と、ソース電極及びドレイン電極
と、前記ソース電極と前記ドレイン電極との間にチャネルを形成する活性層と、前記ゲー
ト電極と前記活性層との間に設けられたゲート絶縁層と、を有する電界効果型トランジス
タの製造方法であって、酸化物半導体からなる前記活性層を成膜する工程と、前記ソース
電極及び前記ドレイン電極となる導電膜を、前記活性層を被覆して成膜する工程と、ウェ
ットエッチングを含む工程により前記導電膜をパターニングし、前記ソース電極及び前記
ドレイン電極を形成する工程と、前記ソース電極及び前記ドレイン電極を形成する工程に
用いる前記導電膜のエッチング液に対し、前記活性層のエッチングレートが前記導電膜の
エッチングレートよりも低くなるように、前記エッチング液に対して前記活性層に耐性を
付与する処理工程と、を有することを要件とする。
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